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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成23年7月21日(2011.7.21)

【公開番号】特開2009-161512(P2009-161512A)
【公開日】平成21年7月23日(2009.7.23)
【年通号数】公開・登録公報2009-029
【出願番号】特願2008-284616(P2008-284616)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｆ   7/18     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ   1/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｆ   7/18    ＣＳＰＬ
   Ｃ２３Ｃ  16/18    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
   Ｃ０７Ｆ   1/08    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月27日(2011.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学気相成長又は原子層堆積によって膜を堆積するための銅前駆体であって、式（Ｉ）
、即ち、
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【化１】

で表され、式中、
　Ｒ1及びＲ3がそれぞれ独立して式ＣnＨ2n+1（式中、ｎは１～４の数である）を有する
アルキルから選択され、
　Ｒ4がプロピル、ブチル及びペンチルからなる群より選択され、ただしＲ4は常に窒素原
子からのＲ4の第２の炭素を介して酸素に結合される、銅前駆体。
【請求項２】
　Ｃｕ（ＭｅＣ（Ｏ）ＣＨＣ（ＮＣＨ2ＣＨＭｅＯＳｉＭｅ2Ｃ2Ｈ3）Ｍｅ）。
【請求項３】
　Ｃｕ（ＭｅＣ（Ｏ）ＣＨＣ（ＮＣＨ2ＣＨＥｔＯＳｉＭｅ2Ｃ2Ｈ3）Ｍｅ）。
【請求項４】
　Ｃｕ（ＭｅＣ（Ｏ）ＣＨＣ（ＮＣＨ2ＣＨＰｒＯＳｉＭｅ2Ｃ2Ｈ3）Ｍｅ）。
【請求項５】
　銅膜を含む電子デバイスであって、該膜が、Ｃｕ（ＭｅＣ（Ｏ）ＣＨＣ（ＮＣＨ2ＣＨ
ＭｅＯＳｉＭｅ2Ｃ2Ｈ3）Ｍｅ）と還元剤を含む反応混合物から、原子層堆積又は化学気
相成長から選択されるプロセスによって堆積され、該還元剤が、水素、カルボン酸、アル
コール、カルボン酸エステル、シラン、ボラン、アラン、ゲルマン、ヒドラジン、アンモ
ニア、又はこれらの混合物から選択される少なくとも１種を含む、電子デバイス。
【請求項６】
　前記還元剤がカルボン酸を含む、請求項５に記載の電子デバイス。
【請求項７】
　前記カルボン酸がギ酸を含む、請求項６に記載の電子デバイス。
【請求項８】
　拡散障壁層の少なくとも一方の表面を提供する工程、並びに
　以下の式（Ｉ）、即ち、
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【化２】

を有する銅前駆体であって、式中、
　Ｒ1及びＲ3がそれぞれ独立して式ＣnＨ2n+1（式中、ｎは１～４の数である）を有する
アルキルから選択され、
　Ｒ4がプロピル、ブチル及びペンチルからなる群より選択され、ただしＲ4は常に窒素原
子からのＲ4の第２の炭素を介して酸素に結合される銅前駆体を用いて、化学気相成長法
又は原子層堆積法により前記表面の少なくとも一部の上に銅膜を形成する形成工程
を含む、拡散障壁層の少なくとも一方の表面に銅膜を形成する方法。
【請求項９】
　前記形成工程が、カルボン酸を含む還元剤を導入する工程をさらに含む、請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記カルボン酸がギ酸を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記銅膜が２０Å以下の表面粗さ（Ｒａ）を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記拡散障壁層がルテニウムを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記拡散障壁層がチタンを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記拡散障壁層がタンタルを含む、請求項８に記載の方法。
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